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使用时，是数据信号的传递通道（布线规范和布线长度相同），不使用时，会被导入低压差

分信号的高速或低速。 
工作原理： 
输入数据核查对执行三次采样操作所需要的时间为半个主时钟周期（第二次采样与所有数据

抽样瞬间同步），三次采样结果出来后会做出对比，依据对比结果来标记违规（参看 5.6 部

分的内容）。 
对于标记出来的违规，用户可有两种解决方案，一种是调 FPGA PLL 的相位（此方法仅适

用于配备所需功能的 FPGA 上使用）。另一种是调 DSP 时钟（DAC 的输出时钟与 FPGA 同

步-参看 5.8 和 5.5 部分的内容）。 
5.5 OCDS【片上调试系统】[1:0]功能 
如果采样时钟/2N 中的 N 代表 MUX 率，可以将 DSP 时钟内部分配系数分别从 1 调到 2，4
和 8（之前 VM25C 里只有 1）。这个操作可通过 OCDS 的输出时钟分选位来实现。 
图表 11.   OCDS[1:0]代码表 

 

图示 11.     OCDS【片上测试系统】计时图 
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5.6 HTVF，STVF 函数 
HTVF 和 STVF 显示 DAC 和 FPGA 是否同步。 
表格 12.    HTVF，STVF 代码表 

 

注释：在监测时，STVF 显示数据违规的建立时间（低→OK，高→违规），HTVF 显示数据

违规的维持时间（低→OK，高→违规）。 
 
5.7.      相移选择函数 
可以调节采样时钟和 DSP 输出时钟之间的频率，按下述公式计算： 
采样时钟/2NX（N 指的是 MUX 率，X 指的是输出时钟分配系数） 
除了 DSP 时钟（DSP，DSPN）和采样时钟（CLK，CLKN）之间固有的传播延时之外，超

过 3.5 输入时钟的周期范围（半个时钟周期需要 7 个步骤），DSP 时钟输出相位是可调的。 
相移函数提供三位：PSS[1:0] 
通过把这三个位设置到 0 或 1，可以在 DSP 时钟上增加一个延时，从而使 DAC 的数据输入

和采样时钟能够正常同步运作（DSP 时钟应该应用于 FPGA 和 DAC 的数据数字输入时钟

上面。） 
图表 13.   PSS 代码表 

 
为了确定在 DSP 时钟上需要添加多少延时才能保证 DAC 的数据输入和采样时钟同步运行，

要监测 HTVF 和 STVF 位。参看 5.8 和 5.6 部分。 
注释：在 MUX4:1 模式下，8 个设定是相关联的，在 MUX2:1 模式下只有四个初次设置是相

关联的，因为四个最终设置会得出同样的结果。 
图示 12.    PSS 计时表 
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5.8．DSP 输出时钟 
DSP 输出时钟输出 LVDS 型 DSP，DSPN 信号，用于同步 FPGA 信号生成，而且产生的信

号模式与 DAC 采样时钟相匹配。 
DSP 时钟频率是采样时钟频率的一部分。分配系数有赖于 OCDS 设置。DSP 时钟频率与采

样频率/[2N*X]相同，N 表示 MUX 率，二 X 表示输出时钟分配系数，所有这些数值都有 OCDS
位来限定。 
MUX 率和 X 是输出时钟分配系数，由 OCDS[0..1]位来决定。 
例如，4:1MUX 率与采样时钟频率为 3GHz 一起运作时，将 OCDS 设置到“00”（如系数 1），
输入数据率为 750Msps，DSP 时钟频率为 375MHz。 
FPGA 里的 DSP 时钟是控制数字数据时序的。为了保证数据能够同步传输到 DAC 和采样

时钟里，有了 PSS[2:0]位，其相位是可以调节的。（参看 5.7 部分）， 
HTVF 和STVF 位是用于判断 FPGA 和DAC 之间时间频率是否正确的指标。HTVF 和 STVF
位表明 DAC 和 FPGA 之间是否相匹配。然后用PSS 位转换 DSP 时钟和 DAC 的输入数据，

这样能够保证 FPGA 和 DAC 之间的时间设定是准确的。 
5.9．   OCDS，MUX 捆绑概述 
表格 14.  OCDS，MUX，PSS 捆绑概述 

 
注释：适用于任何一种模式 
5.10.  重置功能 
DAC 里集成了两种重置功能： 
- 功率上调重置，由供电电源触发此功能。 
- 外部异步重置（SYNC，SYNCN），保证多个 DAC 一起运行。 
外置异步重置兼容 LVDS（数字输入数据缓冲区是一样的） 
图示 13.   重置计时图（4:1MUX 模式） 
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图示 14.     重置计时图（2:1 模式） 

 

5.11.    GA function【遗传算法函数】 
此函数允许调节 DAC 内部的增益，使之总能保持与单位增益相同。 
通过调节 GA 周围 VCCA3/2 的电压±0.5V 来实现+/-7%的 DAC 增益范围。 
 
5.12.  二极管函数 
DAC 里装有监控芯片节温的二极管，是由 ESD 二极管组成的。为了监测 DAC 的芯片节温，

二极管管脚通过的电流应为 1mA。通过二极管管脚（M6 in CLGA255）以及 DGND（M5 in 
CLGA255）管脚的电压，加之图示 8 中提到的二极管的内部特性，为芯片提供节温。 
 
具有三重保护的二极管需要放置到器件上来避免因机内二极管过压而造成的任何损害。推荐

按照图示 15 中提供的方案操作。 
图示 15.   二极管温度操作 
          二极管（L5） 
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图示 16.   监控芯片节温的二极管特性（与最终硅版本同时更新） 
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6.  应用信息 
6.1.   模拟输出（OUT/OUTN） 
模拟输出应运用下表中所描述的差分形式。如需要单端型模拟输出，就需要使用 balun【换

衡器】从 DAC 的差分输出产生单端型信号。 
图示 17.   模拟输出差分终端 

 
图示 18。   模拟输出差分终端使用一个 1/√2 的 balun【换衡器】 

 

注释：根据应用时产生的数值，选用适合的交流电耦合电容器作为宽带电容器 
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6.2.   时钟输入（CLK/CLKN） 
DAC 输入时钟（采样时钟）应该输入图示 12 中所描述的差分模式 
 
图示 19.    时钟输入差分终端 

 
注释：缓冲器内部预极化到 2.5V（为 VCC5 和 AGND 之间的缓冲值） 
6.3.   数字数据，SYNC 和 IDC 输入 
LVDS 缓冲器用于数据数字输入，重置信号（低电平有效）和 IDC 信号。 
他们都是通过一个 3.65pF 电容器以 2×50Ω内部终端接地。 
图示 20.    数字数据，重置和 IDC 输入差分终端 
 

 
注释：1. 在仅使用两个端口的情况下（2:1 MUX 率）， 未使用的数据端口应预留待用（不

进行连接）。 
      2. 依据同样的布线规则和相同的长度，使数据和 IDC 信号通过器件进行传输。 
6.4. DSP 时钟 
DSP，DSPN 输出时钟信号兼容 LVDS。 
根据图示 14 所述，必须通过差分 100Ω终端进行终止。 
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图示 21.   DSP 输出差分终止 

 
6.5.   电源去耦合及分流 
DAC 需要 3 种不同的电源： 
VCCA5=5V（用于模拟核） 
VCCA3=3.3V（用于模拟部分） 
VCCD=3.3V（用于数字部分） 
推荐对接地电源去耦合使之尽可能靠近机件球，100pF 并联 10nF 电容器。电容器去耦最小

对数按临近管脚的最少数量来计算。 
VCCA5 去耦，需要 4 对 100pF 并联 10nF 电容器，最少需要 4 片 VCCA3，最后需要 10
片 VCCD 即可。 
图示 22.  电源去耦方案 

 
每个电源需要被分流到其靠近核心的位置或通过 100nF 并联到 1μF 的电容器里。 
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7. 封装信息 
7.1.  CLGA255 概述 
7.1.1.  俯视图 
       图示 23.    Ci-CGA255 俯视图 

 
所有单位为毫米 
密封圈与 AGND 相连 
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7.1.2.   底视图: 
        图示 24.   Ci-CGA255 底视图 

 
所有单位为毫米 
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7.1.3.  侧视图 
       图示 25  Ci-CGA255 侧视图 

 
所有单位为毫米 
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7.1.4.  横截面 
图示 26.    Ci-CGA255 横截面 

 
芯片底板与 AGND 相连 
 
7.2.    CI-CGA255 的热性能 
假设： 
- 芯片厚度=300μm 
- 无连接 
- 纯传导 
- 无辐射 
•热阻节-柱底（NTK SCI – 0.89mm 直径）=9.68℃/W 
•热阻节-柱底（6Sigma 柱列-0.508mm 直径）=11.43℃/W 
•热阻节-盖子顶端=15℃/W 
•热阻节板（JEDEC JESD51-8）=13℃/W（板子尺寸=39×39mm，厚度为 1.6mm） 
假设： 
- 根据 JEDEC 连接 

- 无风 

- 横向 2s2p 板 

•热阻-j-a（JEDEC）=25.3℃/W（板尺寸 114.3×76.2mm，厚度为 1.6mm） 

假设： 

- 除了更大板的尺寸和一个附加铜板架外，其余根据 JEDEC 连接。 

- 无风 

- 横向 2s3p 板 

•热阻-j-a（JEDEC）=18.9℃/W（板尺寸为 260×220mm，厚度为 1.6mm） 
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8. 订货信息 

表格 15.  订货信息 
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